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Одним из направлений исследования нелинейно-оптических (NLO) кристаллов являет-
ся поиск новых материалов для генерации второй гармоники лазерного излучения в среднем 
ИК-диапазоне. Особенно сложно найти нелинейно-оптический кристалл, сочетающий одно-
временно высокие нелинейно-оптические коэффициенты и высокий порог лазерной проч-
ности. За последние несколько десятилетий такие коммерчески доступные материалы, как 
ZnGeP2 [1] (1,8 эВ) и AgGaSe2 [2] (1,83 эВ) стали повсеместно использоваться в широко пере-
страиваемых лазерных системах для задач мониторинга окружающей среды, научного прибо-
ростроения и медицины. Однако они не обладают достаточно высоким порогом лучевой стой-
кости, в том числе из-за узкой запрещенной зоны. Исследуемый в настоящей работе кристалл 
BaGa2GeSe6 [3] обладает более высоким показателем ширины запрещенной зоны (24 эВ), что 
делает его гораздо более перспективным материалом.

В рамках исследования проведен поиск оптимальных условий синтеза поликристалли-
ческой шихты BaGa2GeSe6 из различных комбинаций бинарных компонентов (см. рисунок). 
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Схема синтеза BaGa2GeSe6: 1 — взаимодействующие с барием селениды; 
2 — летучий селен; 3 — нагревательные элементы
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Разработанная методика синтеза позволила получить шихту высокой фазовой однородности. 
С помощью математического моделирования в пакете STR CGSim оптимизирован процесс вы-
ращивания кристалла BaGa2GeSe6 модифицированным методом Бриджмена — Стокбаргера 
с контролируемым теплообменником [4]. Основываясь на данных моделирования, получен 
блочный кристалл BaGa2GeSe6, выращенный в условиях низких градиентов температур.

Для кристалла BaGa2GeSe6 продемонстрирован высокой порог лучевой стойкости 
(0,49 ГВт/см2 при частоте импульсов-повторений 0,1 кГц) на длине волны лазерного излуче-
ния 1 и 2 мкм. Установлено, что при 1 мкм-излучении BaGa2GeSe6 имеет более высокий порог 
прочности, чем BaGa4Se7 [5]:

Ba + Se + Ga2Se3 + GeSe2 → BaGa2GeSe6.
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